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jzdy brydowe

Nowe wyzwania dla
producentow komponentow IGBT

Wzrost cen paliw jest powodem, dla ktérego konsumenci poszukujq
ekonomicznych pojazdéw. Bardzo ciekawq alternatywq dla
wspolczesnych samochodéw napedzanych silnikami spalinowymi

sq pojazdy z napedem hybrydowym: gléwnym, tréjfazowym
silnikiem elekirycznym zasilanym z baterii akumulatoréw o duzej
pojemnosci wspomaganym przez silnik spalinowy. Tranzystory
bipolarne o izolowanej bramce, oznaczane skrotem IGBT, sq
kluczowym podzespolem bloku inwertera stuzqcego do zamiany
niskiego napiecia stalego baterii zasilajqcych na wysokie napiecie
przemienne stuzqce do zasilania silnika elektrycznego.

Duze i ciezkie baterie akumulatordw, sil-
niki elektryczne i konieczne do ich zamoco-
wania komponenty mechaniczne pojazdéw
hybrydowych, wymagaja adekwatnej prze-
strzeni. Jednoczesnie nalezy je odpowiednio
ukry¢, poniewaz nie mogg one ograniczac
przestrzeni przeznaczonej dla pasazeréow
tych
Urzadzenia elektroniczne — réwniez te za-

typowo kompaktowych pojazdéw.

wierajgce elementy IGBT — czesto musza by¢
umieszczone blisko elementéw rozgrzewaja-
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cych sie podczas normalnego uzytkowania
pojazdu. Takze i same komponenty IGBT
wytwarzaja pewng ilo$¢ ciepta. Dodatkowo
nalezy wzig¢ pod uwage fakt, ze pojazd be-
dzie uzytkowany w réznych warunkach kli-
matycznych, przy réznych, temperaturach
otoczenia. Typowo zakres temperatur pracy
rozciaga si¢ od —40°C do +55°C. Zwr6¢my
uwage, ze zmiana siega blisko 100°C! Czasa-
mi komponenty IGBT umieszczane sg w ko-
morze silnika, gdzie temperatura otoczenia

moze osiagac¢ 125°C lub wiecej, co daje zmia-
ne o przeszlo 160°C! Takie warunki pracy
mogg wytrzymac tylko specjalnie skonstru-
owane podzespoly. Dodajmy, Zze komponen-
ty stosowane w pojazdach hybrydowych
muszg wytrzymac tysigce takich zmian: od
temperatury otoczenia do temperatury pra-
cy i z powrotem - do temperatury otoczenia.
Podczas tych cykli termicznych rézne mate-
rialy, z ktérych zbudowany jest podzespot,
rozszerzajg sie i kurcza w réznym stopniu.
Wywoluje to naprezenia polaczen lutowa-
nych wykonywanych pomiedzy réznymi
warstwami materialéw tworzacych kompo-
nent IGBT, ktére w konsekwencji moga do-
prowadzi¢ do ich uszkodzenia lub pogorsze-
nia wlasciwosci.

Pekanie polaczen lutowanych
Mikropekniecia polaczen lutowanych
zmniejszaja elektryczng i termiczng prze-
wodno$¢ komponentu IGBT i na skutek,
z jednej strony, wiekszych strat energii za-
mienianej na cieplo, a z drugiej, gorszego
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odprowadzania ciepta, moga doprowadzi¢
do jego uszkodzenia. Dlatego tez producen-
ci podzespoléw IGBT zaczeli stosowaé no-
woczesne materialy, aby zminimalizowac
wplyw réznych wspélczynnikéw rozszerzal-
nosci termicznej i zmniejszy¢ naprezZenia,
ktére moga doprowadzi¢ do pekania pota-
czen lutowanych. W aplikacjach elementéow
IGBT w pojazdach hybrydowych, mozna
stosowaé podloze AIN wzdluz plyty bazo-
wej Al-SiC, zamiast tanszego podloza AlO
i miedzianej plyty bazowej, ktére typowo
stosowane sg w komponentach do aplikacji
przemystowych. Producenci IGBT poprawili
réwniez proces lutowania, tak aby zapewnic
grubsze, bardziej jednorodne warstwy pota-
czeniowe. Poprawia to odporno$¢ kompo-
nentu na stres termiczny, ktéry powoduje pe-
kanie polaczen, poniewaz jest on tym wigk-
szy, im ciefsza jest warstwa polgczeniowa.
Producenci IGBT opracowali i wdrozyli
wiele metod ograniczenia wplywu mikropek-
nie¢ wtedy, gdy te mimo wszystko powstaty.
Jedna z nich jest zastosowanie kilku mniej-
szych struktur polaczonych réwnolegle,
zamiast jednej duzej. Im wieksza struktura,
tym wieksza tez réznica temperatur pomie-
dzy jej srodkiem i krawedziami. Jest to powo-
dem powstawania dodatkowego naprezenia
mechanicznego pomiedzy strukturg pétprze-
wodnikowsq a podlozem, na ktérym jest ona
umieszczona. Zmniejszenie i rozproszenie
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struktur, redukuje tez naprezenia. Dodatko-
wo, stosowanie wielu drobnych struktur po-
zwala producentom IGBT na optymalizacje
rozktadu ciepla w obrebie komponentu, a to
dzigki mozliwosci ich przemieszczania do
réznych obszaréw. Dlatego wzrost tempera-
tury komponentu na skutek ewentualnych
mikropeknie¢ polgczen jest minimalny:.

Dzieki stosowaniu tej i innych metod,
producenci IGBT majg mozliwo$¢ tworzenia
komponentéw odpornych na ekstremalne
cykle termiczne, mogace pojawic sie podczas
ich stosowania we wspétczesnych pojazdach
hybrydowych.

Podsumowanie
Przewiduje sie, ze w niedalekiej przy-
sztosci, bo juz w roku 2012, samochody z na-
pedem hybrydowym beda stanowily okoto
30...40% ogotu uzytkowanych pojazdow. Be-
dzie to mozliwe z jednej strony ze wzgledu
na postep w dziedzinie budowy Zrédet zasi-
lania i napeddw, a drugiej wymuszone przez
ekologie i ekonomie. Do tego skoku techno-
logicznego i gwaltownego wzrostu zapotrze-
bowania na elementy IGBT, przygotowujg
sie réwniez ich producenci przystosowujac
je do przelgczania coraz wigkszych mocy
z coraz wiekszg sprawnoscig, a tym samym
umozliwiajac im spelnienie wymagan tak
dzisiejszych, jak i produkowanych w przy-
sztosci pojazdéw z napedem hybrydowym.
Najnowsze elementy IGBT wiodacych na
rynku producentéw dostepne sa w ofercie
Farnell, dystrybutora komponentéw elektro-
nicznych.
Evan Okerblom
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Czujniki do pomiaru
wielkosci geometrycznych:
drogi potencjometryczne

drogi linkowe

drogi bezstykowe
mikrometry, skanery profilu
kata (enkodery)
odchylenia od pionu
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Czujniki zblizeniowe:
® indukcyjne
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